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【はじめに】 
Geチャネルスピントランジスタの実現のためには，Geへの電気的スピン注入・検出が必要不可欠である．

これまで我々は, 低温分子線エピタキシー(MBE)法を用いて n-Ge上にホイスラー合金 Co2FeSi(CFS)を高品質
に形成し，それを用いて Ge中のスピン伝導の電気的検出に成功してきた[1]．しかし，それは 200 K 程度の
低温に留まっており，未だ室温での観測には至っていない．今回，室温での高いスピン機能が実証されてい

るホイスラー合金 Co2FeSi0.5Al0.5(CFSA)[2]を Ge上に高品質に形成することに成功し，それを利用した室温ス
ピン伝導の電気的検出を報告する． 

【実験方法】 
Ge(111) 基板上に，n-Geチャネル層(~50 nm)と n+-Ge層 (~5 nm、

~1019 cm-3)をそれぞれ形成後，MBE 法による Co，Fe，Si，および
Alの非化学量論組成比での同時蒸着[3]により，CFSA薄膜(10 nm)
を室温形成した．その上に電子線蒸着法により Co層(20 nm)を形成
し，Co/CFSA/n+-Ge/n-Ge 構造とした．電子線リソグラフィおよび
Ar+ミリングを用いて, この試料を横型素子構造へと加工した．  
【実験結果】 
Fig. 1の断面 TEM像から急峻な CFSA/Geへテロ接合の実現が確

認され，CFSA 膜中の電子線回折パターンからは，L21構造の形成

が示唆された．つまり，室温での高いスピン機能が期待できる，高

品質な CFSAを Ge上に形成することに成功したと言える． 
Fig. 2に，T = 300 K，電流値 I = +2.5 mAにおける四端子非局所

磁気抵抗の面内磁場依存性を示す．Co/CFSA 電極の磁化配置が平
行(↑↑)・反平行(↑↓)状態において，約 36 mΩの非局所磁気抵抗
の変化(非局所スピン信号)を観測することに成功した．  
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Fig. 1 Cross sectional TEM image of a 
CFSA/Ge(111) heterojunction. 

Fig. 2 Nonlocal magnetoresistance 
curve at 300 K. 
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